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Resumen:

En el presente trabajo de investigacion, se propone sintetizar
peliculas delgadas de oxidos Zinc (ZnO) y de auminio
(Al,O3) (dopadas con tierras raras como terbio, cerio, europio,
etc.) y evaluar en ellas sus propiedades opticas, estructurales y
luminiscentes. Estas peliculas serdn depositadas por medio de
la técnica de rocio pirolitico ultrasbnico automatizado,
utilizando fuentes inorganicas u organicas.

Introduccion:

El Al,O; en forma pelicula delgada se ha obtenido
exitosamente por medio de diversas técnicas (CVD, MBE,
ALE, etc.) sin embargo ya ha sido demostrado que es posible
sintetizar este material en forma de pelicula delgada del orden
de ~ 30 nm de espesor por medio de la técnica de rocio
pirolitico ultrasonico pulsado, que como es sabido; se tarta de
una técnica versdtil, eficiente y econémica. [1]. También se ha
demostrado que es posible observar € fendmeno de
luminiscencia cuando a este se le dopa con tierras raras como
el terbio [2].

Procedimiento Experimental:

Las peliculas de 6xido de aluminio han sido depositadas por
medio de la técnica de rocio pirolitico ultrasdnico pulsado
asistido con € manipulador “XY” programable. Esta técnica
ha sido ampliamente utilizada para diversos trabgjos de
investigacion [3] en este caso se ha redlizado la sintesis
empleando una solucién precursora 0.09 mol de
acetilacetonato de  aluminio  disueto en  N,N,
dimetilformamida, y con 5 7 y hasta un 10 % de
acetilacetonato de terbio como impurificante. Todo lo anterior
realizado en un rango de temperaturas de 450 a 550 °C.

Resultados:

Lafigural muestrael comportamiento de latasa de depdsito y
el indice de refraccion de las peliculas de Oxido de aluminio
depositadas con 5, 7 y hasta 10 % de terbio. En ella podemos
apreciar que € indice de refraccion en general se mantiene
cercano a un valor aproximado de 1.6 arbitrariamente del
incremento de la temperatura; mientras que la tasa de depésito
presenta una clara dependencia de la misma. La figura 2
muestra que las peliculas depositadas a 450 °C impurificadas
con un 5, 7 y 10 % de terbio presentan las mejores
propiedades de emisién luminiscente; se  muestran
adicionalmente las transiciones correspondientes a la
impurificacion por medio de terbio; estos picos han sido
localizados en 490, 547.5, 590 y 622.5 nm.
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Fig.1 Tasa de deposito vs temperatura e indice de refraccién
vs. temperatura
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Fig.2 espectro de emisidn fotoluminiscente para peliculas de
Al,O3: Tha450°C conun5, 7y 10 % de Th.
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